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аднуждашоЕ излуче̂ шё шнокшстшшеских пленокz ^ e ,  ZnTe, ВЫРАЩЕННЫХ НА ОШЕНТИРОВАННЫХ САПФИРОВЫХ ПОДЛОЖКАХА, В , Дуденкова, Э , А , Сенокосов. С> Л. Окорбун,Ю, М, Попов, А; Н. У с а т ы й В ,  М, Царануда 621 •378,325 -I- 669.172Исследованы излучательные свойства полупоовод- шковых монокристалдических пленод а-2пЗв| р-апФ е,выращенных на ориентированных сапфировых подлож­ках, На изготовленных из таких пленок лазерах, ра­ботающих Б режиме поперечной накачки, впервые полу­чена генерация при температурах 80 К и 300 К..
Охлаждение мишеней полупроводниковых лазеров обычно произ­водится через контакт с хладопроводом, что требует решения труд­ной задачи создания низкого теплового сопротивления при высокой прочности контакта / I / .  Перспективным является выращивание полу­проводниковых мишеней непосредственно на прозрачных сапфировых поддожках, которые используются сейчас в качестве хладопроводов, механически соединяемых с мишеняш лазерных элвктроино-лучввыэс трубок /2 / . Однако, до настоящего времени на пленках, выращенных газотранспортным методом на сапфировых поддожзсах /3/  ̂ генерацию по­лучить не удалось.В данной работе исследовались мишени в виде полупроводниковых монокристаллических слоев n~ZnSe, р-гид?в| полученных вакуум­ной эпитаксией в квазизамкнутом объеме э условиях, близких к тер­мически равновеснымо В качестве подложек использовались ориенти­рованные (1120, 1010) отполированные пластины сапфире толщиною 300 мкм / 4 ,5 / . Исследуемые пленки имели фор>ду дисков диаметром d 15 -  20 мгл и толщиной 1 0 - 3 0  мкм. Их удельное сопротивле­ние f  находилось в пределах 10^ -  ом/см.Кишиневский Государственный Университет,



Исследования спектров катодолюминесцеиции с поверхности выра­щенных пленок показали, что они близки к тем требова1шям, которые предъявляются к лазерным мишеням, изготовленным из объемных по­лупроводниковых монокристаллов /6 / , Однако, малая толщина пле­нок, с поверхности которых для создания мишеней полировкой сни­мался слой порядка 10 -  15 мкм, ограничила возможность иссле­довать их излучательные свойства непосредственно в лазерах с продольной накачкой.Поэтому из выхеденных пленок были изготовлены .лазеры, ра­ботающие в режиме поперечной накачки /7 / . Изготовление резона­тора из пленки вместе с сапфировой пластинкой представляет опре­деленные трудности, поэтому пленка предварительно отделялась от сапфировой ПОДЛОЖ1СИ. Гранями резонаторов, расстояние между ко­торыми составляло 0 ,5  -  0 ,6  мгл, служили естественные сколы плен­ки ̂  перпендикулярные поверхности р оста. Возбуждение электронным пучком производилось через поверхность роста пленок. Энергия электронного пучка была равной 50 кэВ, длительность импульса т  а 50 н с . Пороговая плотность тока, при которой возникает генерация, фмкси^ювалась по появлению напрашенности, сужению спектра (10 -  15 X) и резкого повышению интенсивности излуче­ния. Л̂ 1Я лазера из пленки n-ZziSe (Т -  80 К ) , получено:пор 33 k/oyf\ '^тен “  лазе1)а из пленки р-2пТ©(Т SS во К) -  jn o p  -  25 А/см^ • ^ = 5300 А .На поверхности вых>ащенных пленок наблюдались фигуры роста, которые оказывали влияние на излучательные с б о й с т ш  лазеров. Так стравйван ие полируюнда травителем с поверхности плен­ки 2 М е слоя толщиной 5 л̂км снизило пороговую плотность тока генерации при Т = 80 К в два раза и позволило получи^’ь гене­рацию при Т -  300 К . CJjiop = 40 А/см^, = 5650 А ).Таким образом, проведенные исследования впервые показали, что на сапфировых подоожках методом вакуумной эпитаксии возмож­но выращивание моиокрксталлических пленок a -Z n S e , р-2пТе, пригодных для работы в лазерном режиме. Для получения генерации в продольной геометрий и создания эффективно отводщцпх тепло
1ГГ Этиловый спирт + бром.



лазерных экранов цветных проеюдионныос телевизо|ю в необходимо дальнейшее соверш енствование технологии выращивания таких пленок. Поступила в редакцию I I  октября 1977 г .
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